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С использованием методов оже – электронной спектроскопии (ОЭС), растровой электронной микроскопии (РЭМ), дифракции быстрых и медленных электронов (ДБЭ и ДМЭ) изучены влияние выдержки в высоком вакууме на состав и структуру поверхности очищенных различными способами монокристаллов Si. Очистка поверхности осуществлялась при вакууме Р ( 10-7 Па тремя способами: термическим прогревом и  ионно-плазменной обработкой не подвергнутого обработке Si и термическим прогревом после предварительной имплантации ионов Ва+. Показано, что независимо от способа очистки выдержка Si (111) в вакууме в пределах 10-5 – 10-7 Па приводит к появлению на его поверхности атомов кислорода и углерода, концентрации которых зависят от давления остаточного газа в приборе и времени выдержки. При Р ( 10-6 Па общая концентрация О и С не превышает 0.5 – 0.7 ат.% и легко удаляется кратковременным прогревом при Т = 1000 К. Выдержка очищенного Si (111) в вакууме ( 10-6 Па в течении 70 - 100 с приводит к загрязнению поверхности атомами О до концентрации ~0.5 ат. %, а в вакууме 10-5 Па до 0.8 ат. %. При этом концентрация атомов С на поверхности не превышает 0.2 ат.%. После кратковременного прогрева этих образцов при Р ≈ 10-7 Па до Т ≈ 1200 K происходит полное испарение атомов О и С с поверхности. Исходя из этих данных можно сделать вывод, что загрязнение поверхности, в основном, происходит за счет адсорбции атомов (молекул) кислорода и углерода из остаточного газа в приборе.[image: image1.png]
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